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수소화 된 비정질 실리콘(a-Si:H)을 이용한 박막 트랜지스터가 지난 수십 년간 디스플레이 산업의 가장 기본적인 액티브 소자로써 널리 이용되어 왔다. a-Si:H은 대면적의 증착 및 가공이 용이하고 대면적 균일도가 매우 좋은 특징이 있지만, 결함분포가 매우 높아 전계 효과 이동도가 작고 (1020~1022 /cm3 eV, 1~2 cm2/Vs), 광학적, 전기적 안정성이 떨어지는 단점이 있다. 화면의 대면적, 고정세화 및 전류 드라이빙 소자로써의 응용이 차세대 디스플레이 산업의 핵심 이슈로 떠오르면서 기존의 a-Si:H TFT를 대체할 새로운 백플레인 핵심소자를 개발하는데 많은 연구가 이루어 지고 있다. 그 중, a-Si을 증착한 후, 이를 재가공한 low temperature poly silicon (LTPS)을 이용한 TFT 소자가 차세대 핵심소자로써 큰 축을 이루고 있으며, 현재 상용되는 organic light emitting diode (OLED) display의 기본적인 액티브 소자로써 활용되고 있다. 이러한 LTPS 소자는 전계효과 이동도가 100 cm2/Vs에 이르는 등, 매우 높은 성능과 전기적 안정성을 보이지만, 제작방식에 있어서 높은 비용이 들고, 대면적 균일도가 떨어지는 단점이 있다. 이를 대체할 수 있는 물질로써, 10 cm2/Vs 이상의 높은 전계 효과 이동도를 보이고, 비정질 특성으로 인한 대면적 균일도 또한 매우 우수한 산화물 박막트랜지스터에 대한 관심이 높아지고 있다. 본 세미나에서는 산화물 박막트랜지스터로써 가장 대표적인 소자라고 할 수 있는 비정질 In-Ga-Zn-O 박막 트랜지스터의 제작 방식, 기본적인 전기적 물리적 특성을 소개하고, 대면적 디스플레이 소자로써의 상용화 적용 및 대량생산 가능성에 대해 토론한다. 또한, ZnO를 기반으로 한 다양한 산화물 박막 트랜지스터를 소개하며, 각각의 상용화 가능성에 대해서 토론한다.

